
 

Fig.1 Schematic cross-sectional 

Ohmic (Au) Schottky (Au/Al)

RpL

Diamond substrate

H terminated layer

  

 
Rc

L

r

NO2 hole doping layer

C

 

Fig.2 CR value of SBD as a function of S 
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1. はじめに 

近年，無線電力伝送が注目されていが，受電側

の大容量化には，高出力，高効率なレクテナ回路

が必要である．そこで我々は，高絶縁破壊電界，

高移動度，高熱伝導率を持つダイヤモンド半導体

用いたショットキーバリアダイオード(SBD)のレ

クテナ用高周波デバイス応用を提案し，その原理

的な動作を実証した[1, 2]． 

レクテナ素子として容量及び抵抗を低下させ

ることは重要な課題である，そこで今回容量抵抗

積(CR)をひとつの指標とてショットキー面積 S と

依存性について検討を行った． 

 

2. 実験方法 

Fig. 1 に作製した SBD の模式断面図を示す．水

素終端(001)ダイヤモンドホモエピタキシャル膜

上に NO2 ホールドーピング層を形成し，Au オー

ミック電極と Au/Al 円形ショットキー電極(半径 r 

= 5–50 μm)をリソグラフィプロセスで作製した．

作製した SBD について，I-V，C-V 測定結果から C

と R を得た．ただし，SBD の抵抗 R は順方向電圧

(5 V)印加した微分抵抗であり，容量 C は 0 V 時の

測定値を用いた． 

Fig.1 に示す SBD の等価回路モデルより，R は

コンタクト抵抗 Rc，電極間抵抗 Rp，SBD の真性

抵抗 Rjの直列接続で表される．C は S で形成され

る並行平板とした． CR，S と C は以下の式で表

される． 
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ここで，L, ε, d は，電極間距離，ダイヤモンド誘

電率，空乏層厚である．  

 

3. 実験結果 

Fig.2に赤丸で示すCR値は面積に対し増加する

傾向が見られた．Fig.1 のモデルで実測をよく再現

できた．この結果から SBD を CR が対数関数的に

増減する 10-5 cm2オーダー以下の S で設計するこ

とで，CR を大幅に低減することができることが

分かった． 

4. まとめ 

高周波レクテナ回路に用いるダイヤモンド

SBD 作製し，CR を測定し S に対して増加する傾

向を得た．また，等価回路モデルを考え，CR と S

の関係を定式化し，CR 値を実験的に求めた．こ

の CR の理論予測は，効率的なレクテナにおける

SBD を検討する上で有用である． 
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